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Amorf metal AlggNiyg xalitasi ilo metallasmis p — n kegidi asasinda Giinas elementlori
tadqiq olunmusdur. Yiiksok temperaturlu siivatli sinaglar aparilmis va qisa miiddatds tadqiq
olunan Giinas elementinin istilik deqradasiyasi Oyronilmisdir. Askar edilmigdir ki, AlgNisg
amorf metal xalitasinin omik kontakt kimi istifada edilmasi istilik deqradasiyasini azaltmaga
imkan verir.

Acar sozlor: amorf metal xolits, Giinog elementlari, omik kontakt, istilik deqradasiyasi

Glinog elementinin (GE) somoroliliyini asagi salan soboblordon biri
omik kontaktlarda itkilorin olmasidir.Bu problemls birinci il deyil ki, masgul
olurlar, lakin bir ¢ox masalalor hala do hall olunmamis qalir [1,2,3,4] . Xisusi
halda, omik kontakt materialinin yarimkeciriciys miqrasiyasi ilo olaqodar
olaraq Giinos elementlorindo deqradasiya problemi holl edilmomisdir [2,6].
Omik kontaktin materialinin vo konstruksiyasinin secilmasi masalosi do
hamg¢inin agiq olaraq qalir.

Bu isdo mogsad odur ki, Al — Ni amorf metallik xolitosindon p — n
kecidi osasinda olan Si Giinos elementlorindo omik kontakt kimi istifadesinin
miimkiinliylinii vo doyisikliklora gotirib ¢ixaran prosesin mexanizmini aydin-
lagdirmaqdir.

Kontaktlarda deqradasiyanin osas sababi qarsiliqh diffuziya vo elektro-
miqrasiya prosesloridir. Termik emal zamani1 Al — Ni sturukturunun kompo-
nentlorinin qarsiliqht diffuziya nifuzetmosi sorhoddo do eyni fazanin yaradil-
masl, ifratdoymus bork mohlullarin parcalanmasi vo s. amolo golmasi ilo mii-
sayiot oluna bilor. Silisiumun aliminiuma diffuziya omsalinin aliminiumun
silisiuma diffuziya omsalindan bdyiik olmasi ilo slagodar olaraq, qarsiliqh
diffuziya prosesi bilavasito metallasma altinda silisiumda bosluglarin yaran-
masina gotirib ¢ixara bilor ki, bu da aliminiumla doldurulur. Doyma halinda
qarsiligh diffuziya prosesi kasilo bilar, lakin elektromiqrasiya corayaninin ax-
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mas1 zamani Silisiumun aliiminium tobaqasi Uzra yerdoyismoasi bas verdiyindon
diffuziya davam edoacok vo bu da GE-nin xarakteristikalarinda 6z tosirini gos-
torir.

Kontaktin iglomo miiddati [6] diisturu ilo miiayyan olunur:

t, =Bj" -exp{ IE-T- } 1)

Harada ki, B — strukturdan, torkibdon vo kontaktin hondasasindon asili olan
parametrdir, E_ - diffuziya prosesinin aktivlogsmo enerjisi, j — corayan sixligi, n

komiyyati iso coroyanin sixligindan asili olaraq 1-don 3-0 qoader qiymot ala
bilar.

Tadqiqatlarin gostordiyi kimi kontaktlar xeyli doracods geyri-bircins
bosluglar vo kigik qalinliqlt tobagoaler ola bilor. Bu ise coroyanlarin xeyli

doracado lokal sixhiglarina gotirib cixarir ki, bu da 5-10°

> toskil edon
m

elektromiqrasiya sorhoddini (astanasini) asa bilor. Belo sixliqlarda nazik kon-
taktlarda elektron seli istigamotinde atomlarin elektromiqrasiya prosesi miisa-
hido olunur. Nazik toboqalords elektromiqrasiya elektronlardan atomlara im-
pulsun verilmosi ilo slagadardir vo buna gors do axirincilar miisbat qiitbs toraf
harokot edirlor. Todqiq olunan Giinos elementinin is¢i temperatur oblastinda
aliminium diffuziya denavarlarin sarhadlori boyunca bas verir [7]. Aliminium
atomlarinin yerdoyismosi noticosindo bosluglar omalo galir ki, bunun da siiroti
aliminium atomlarinin migrasiya strati ilo miitonasibdir. Aliminium metallas-
masi ilo yaradilan yarimkecirici cihazlarin deqradasiya siirsti istismar tem-
peraturunun qalxmasi ilo stiratlo artir.

Istilik deqradasiyasmni yavasitmaq vo GE-nin xidmot miiddotini artir-
maq Ugln ananavi olaraq cox tabagoali metallasma vo ya diffuziya bariyerlori
[8] istifada edirlor.

Bizim torofimizdon diffuziya bariyeri xassasi olan omik kontaktdan
istifado etmok toklif olunmugdur. Yuxarida gostorildiyi kimi, amorf strukturlu
AlgoNiy metallik xalitasi bir torafdon yaxs1 diffuziya bariyeridir, digor torafdon
asag1 miigavimato malikdir. AlggNizo xolitasinds bu iki xassonin olmasi imkan
verir ki, onun osasinda hazirlanmis omik kontakth silisium Gunos elementlori
istilik deqradasiyasina daha davamhidir [9,10]. Amorf strukturlu AlgoNizg
metal xolitosi asasinda omik kontakth silisium GE-nin istilik deqradasiyasini
tadqiq etmok tiglin yliksok temperaturlu smaqlar aparilmig vo qisa miiddstdo
tadqiq olunan GE — nin istilik deqradasiyasini izlomok miimkiin olmusdur. |
sokildo polikristal Al vo AlgyNiy amorf xolitosi asasinda omik kontaktl
silisium GE-nin 423K temperaturda maksimal giiciiniin nisbi asagi diismosi
gostorilmisdir. Sokildon gdriindiiyii kimi AlgoNizo amorf xalitosi asasinda omik
kontaktli silisium GE tomiz aliminium osasli GE nozoron istilik
deqradasiyasma daha davamlidir.
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Termik emal middati, saat.

Sok.1. Al — Ni/Si — n* -p — p* GE-nin yiiksok temperaturlu siiratli simaqlarda maksimal ¢1xis
giicliniin nisbi asagi diismosi.Termik emal temperaturu T=423K. Diison

suann giict =100 th/ sm? .
1.- AlgoNiy/Si — n* P- p+
2.- Al/Si -n*-p

Belolikla, natico cixarmaq olar ki, AlggNiz amorf strukturlu metal xali-
tonin Silisium GE-dos omik kontakt kimi istifado edilmasi istilik deqradasiyasini
azaldir. Bu isa natico etibar1 ilo GE-nin etibarliligmi vo uzun miiddatli iglomo-
sini tomin edir.
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TEIUIOBBIE JEI'PAJALIAU B KOHTAKTAX ALgNIy /N —Si
M.H.AT'AEB, B.I.CA®APOB, M. HI'ACAHOB, J.LK.AG1YJUIAEBA
PE3IOME

HccenenoBansl comHeynble aneMeHTs (CO) Ha OCHOBE P — N mepexojia ¢ MeTayuIn3aiyei
u3 amopdHoro merammdeckoro craBa AlgyNiz. BpuIM TpoBeneHbI BHICOKOTEMIICPATYpHBIC
YCKOPEHHBIE HCIIBITaHUs], TIO3BOJIUBIINE 33 KOPOTKHI CPOK IMPOCIEAUTH 3a TEIUIOBOM Jerpana-
nued uccnegyeMelx CO. BBIBIEHO, YTO MPUMEHEHHE IUIEHKM METAJUIMYECKOrO CIUIaBa
AlgoNiy ¢ amopdHOil CTpyKTYpoil B KauyecTBE OMHYECKOTO KOHTAaKTa K KpeMHHeBbIM CD.

MO3BOJIACT 3aMCUINTH TCIUIOBYIO ACTPaaaluto.

KnamoueBble ciioBa: aMOp(l)Haﬂ MCTAINIMYCCKasA IUICHKA, COJIHCYHBIC OJIICMCHTHI,
OMMYECKHI KOHTAKT

THERMAL DEGRADATION IN CONTACTS ALgNIy /n-Si
M.N.AGHAYEV, V.G.SAFAROV, M.G.HASANOV, L. K. ABDULLAYEVA
SUMMARY

Solar elements on p-n transitions covered by the amorphous metal layer ALgoNiy, have
been investigated. High temperature accelerated tests, which allowed for a short time to follow
the thermal degradation study of solar elements, have been carried out.

It has been found that the usage of the metal film of ALgyNiy, alloy with amorphous
structure as an omic contacts to silicon solar elements allows one to reduce the thermal
degradation.
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